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При J f = О+ (*S0 ->• > 4g, «Si -*• 3g) можно ожидать Г*°* < Г*Д. При
/g = 1 + T d i r (XSO) ожидается заметно меньше, чем в стандартном случае,
и, может быть, меньше r d i r (3S1). Таким образом, измеренное для J/i|> и т)с

отношение rfKcn л* (3 ± 1)-10~2 прекрасно согласуется с КХД и отвергает
другие возможности.

Наблюдаемые свойства распределения событий в прямых адронных рас-
падах Г и Г' также хорошо согласуются с КХД и полностью отвергают гипо-
тезы / g = О~ и О+. Другим примером является сравнение ширин каскадных
переходов i|/ и Г'.

г) П е р с п е к т и в ы («м е ч е н ы е » к в а р к и к а к р а б о ч и й
и н с т р у м е н т ) .

1. Дальнейшее детальное исследование функций фрагментации Ъ- и с-
кварков в широком диапазоне энергий для адронов разного сорта. Проверка
специфических проявлений ТВ КХД. Изучение глюонной струи в «чистом»
виде в реакции е+е~ -*• QQg (Б. Л. Иоффе, 1978).

2. Исследование характерных свойств распределений легких адронов
в событиях с тяжелыми кварками. Выяснение влияния таких событий на
общие инклюзивные характеристики жестких процессов.

3. Детальное изучение структуры слабых нейтральных токов тяжелых
кварков, в том числе в реакции е+е"-аннигиляции с поляризованными на-
чальными частицами.

4. Поиск t-кварков и анализ фонов к процессам их образования, свя-
занных с рождением Ь и с. Поиски распадов W±-, Z°-6O3OHOB на тяжелые
кварки.

5. Поиск хиггсовских бозонов Н, неотъемлемым свойством которых (при
тен < 2mw) является доминантность распадов в тяжелые кварки: Н ->- QQ.

6. Изучение выходов частиц разного сорта в прямых адронных распадах
топония. Структура спектров и распределение по множественностям адро-
нов в этих распадах. Сравнение с данными по е+е"-аннигиляции в адроньь

7. Проверка КХД при сопоставлении ширин S-волновых состояний bb,
а также 3 Р 0 - и 3Р2-состояний ее и ЪЪ.
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НАУЧНАЯ СЕССИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕЙ ФИЗИКИ И АСТРОНОМИИ
И ОТДЕЛЕНИЯ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ АКАДЕМИИ НАУК СССР

(25—26 апреля 1984 г.)

25 и 26 апреля 1984 г. в Физическом институте им. П. Н. Лебедева АН
СССР состоялась совместная научная сессия Отделения общей физики и аст-
рономии и Отделения ядерной физики АН СССР. На сессии были заслушаны
доклады:

25 апреля

1. Д. Н. К л ы ш к о, А. Н. П е н и н. Квантовая фотометрия с помощью
параметрического рассеяния света.
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2.В. С. Д н е п р о в с к и й . Оптическая бистабильность в полупровод-
никах.

3. X. С. Б а г д а с а р о в, В. Б. Б р а г и н с к и й, В. И. П а н о в ,
В. С. И л ь ч е н к о . Аномально малая диссипация электромагнитных волн
в совершенных монокристаллах-диэлектриках.

26 апреля

4. В. Е. Щ е р б и н и н . Магнитные, магнитоупругие и электромагнито-
акустические методы неразрушающего контроля.

5. А. А. С а м о х в а л о в, В. В. О с и п о в. Электрон-магнонное взаи-
модействие в магнитных полупроводниках.

6. И. О. К у л и к . Сверхпроводимость узкозонных металлов и полу-
проводников и модель сверхпроводящего стекла.

Краткое содержание пяти докладов публикуется ниже.

535.247.4(048)

Д. Н. Клышко, А. Н. Пенин. К в а н т о в а я ф о т о м е т р и я с
п о м о щ ь ю п а р а м е т р и ч е с к о г о р а с с е я н и я с в е т а . Ча-
стотно-пространственные спектры трехфотонного параметрического рас-
сеяния света несут в себе обширную информацию о свойствах рассеивающей
среды. Развитый на основе параметрического рассеяния света (ПР) метод
спектроскопии пьезоэлектриков позволяет определять дисперсию и величи-
ну диэлектрической проницаемости и квадратичной восприимчивости в ши-
роком спектральном диапазоне от десятых долей до сотен микрон. По спект-
рам ПР определяются частоты и константы затухания собственных колеба-
ний кристаллической решетки, характеризующие их резонансные вклады
в линейную, квадратичную и кубичную поляризуемости.

Еще одной важной областью применения ПР является фотометрия. Свой-
ства излучения, возникающего в процессе спонтанного параметрического
рассеяния света, позволяют создать методы измерения квантовой эффектив-
ности фотоприемников и яркости электромагнитного излучения, т. е. решить
две основные задачи фотометрии. При этом методы, использующие пара-
метрическое рассеяние, не требуют использования каких-либо эталонных
приемников и источников излучения и являются в этом смысле абсолютными.
А поскольку в основе их лежит квантовая природа излучения, можно гово-
рить о разработке методов абсолютной квантовой фотометрии.

Возникающее при спонтанном параметрическом рассеянии света излу-
чение представляет собой поток пар фотонов. Фотоны одной пары характе-
ризуются сверхклассической группировкой в пространстве и во времени. Вре-
менная или продольная группировка означает, что разница моментов пролета
фотонов одной пары (бифотонов) через плоскость, перпендикулярную на-
правлению распространения накачки (падающего на среду возбуждающего
излучения), не превышает 10~п . . . 10~12 с. Пространственная или попереч-
ная группировка означает, что положение областей локализации каждого из
фотонов одной пары в указанной плоскости может быть определено с точно-
стью до 0,01 см, а площадь области локализации имеет величину порядка
0,0001 см2. Такие пары жестко коррелированных фотонов назовем бифото-
нами. •

Процедура измерения квантовой эффективности заключается в следую-
щем. Если имеется два фотоприемника, работающих в режиме счета фотонов
(характеризуемых квантовой эффективностью г\г и г\2 соответственно), то
число импульсов фототока (здесь и ниже — скорость счета, число импульсов
в единицу времени) на выходах фотоприемников при регистрации ими фо-
тонов, принадлежащих одной паре, и каждым приемником — своей «полови-
ны» бифотона, будет соответственно равно М1 = ^N и М 2 = T|2iV. Здесь
N — интенсивность потока бифотонов. А число импульсов, генерируемых
схемой совпадений при одновременном поступлении на ее входы импульсов
to*
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с фотоприемников, определится выражением Мс = т̂ т̂ -Л^ Отсюда следует,
что квантовая эффективность фотоприемников может быть определена на
основе измерения трех цифр (% = Мс/М2, т]2 = MJM-,) и параметры уста-
новки на результаты измерения не влияют.

При измерении чувствительности фотоприемников, работающих в ана-
логовом режиме, процедура измерения включает в себя перемножение токов
в их нагрузках и выделение частотной составляющей, соответствующей сред-
ней частоте прихода бифотонов.

Пространственная группировка фотонов позволяет проводить и калиб-
ровку электронно-оптических преобразователей (ЭОПов). В этом случае на
экран ЭОПа проецируется изображение тонкого (порядка 0,1 . . . 1 мм)
слоя рассеивающей среды и ведется подсчет числа двойных, расположенных
на расстоянии меньше фиксированного, и одинарных вспышек люминофора.
Соотношение этих двух чисел определяет эффективность прибора.

Отметим, что во всех описанных случаях на приемники попадало излу-
чение с шириной спектра порядка 10 см"1.

Решение второй задачи фотометрии — измерение яркости электромаг-
нитного излучения — основано на том, что интенсивность рассеянного излу-
чения при спонтанном параметрическом рассеянии кроме параметров рас-
сеивающей среды и интенсивности накачки определяется и величиной нуле-
вых флуктуации электромагнитного вакуума. Действие нулевых флуктуации
в процессе параметрического рассеяния эквивалентно действию поля с ярко-
стью один фотон в каждой моде вне зависимости от частоты и направления.
Поэтому спонтанное параметрическое рассеяние света можно трактовать
как параметрическое преобразование нулевых флуктуации. Процесс изме-
рения яркости заключается в сравнении числа фотонов, появляющихся в моде
поля на выходе из среды Nx в случае, когда в процесс преобразования вовле-
каются только нулевые флуктуации Nx = Fl2 (F12 = 4я2со2(в1с~2 (%)2 E\J* —
коэффициент параметрического преобразования, <о2 — частота измеряемого
излучения, (Oj — частота регистрируемого на выходе из среды излучения,

А

X — квадратичная восприимчивость среды, £"£ — интенсивность накачки,
I — толщина рассеивающего слоя). Обычно F12 л* 10~8 и в случае, когда
кроме нулевых флуктуации в процессе принимают участие фотоны изме-
ряемого излучения с яркостью N2 фотонов в моде поляке частотой со2 =
— а>ь — щ на входе в среду, Щ — Fl2 (1 + Щ).Тогда яркость измеряемого
излучения определяется выражением iV2 = (N',/Nt) — 1 и параметры среды
не оказывают влияния на результат. Переход от абсолютной яркости в фото-
нах в моде поля к яркости в энергетических единицах осуществляется через
яркость нулевых флуктуации 1 фотон/моду = В^ = пНс2/Х5, где X — длина
волны измеряемого излучения.

Отметим, что описанный метод имеет наилучшие показатели при изме-
рении потоков излучения с высокой яркостью, эквивалентной яркости излу-
чения, создаваемой черным телом с температурой в пределах 10s . . . 106 К.
Спектральный диапазон измерений может простираться в область десятков
микрометров и ограничивается только полосой поглощения рассеивающей
среды.

В заключение отметим, что абсолютность предложенных методов фото-
метрии и независимость результатов от параметров установок позволяют
в принципе создать на их основе новый класс фотометрических эталонов.
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[535.417.2 + 621.315.5921(048)

В. С. Днепровский. О п т и ч е с к а я б и с т а б и л ь н о с т ь в
п о л у п р о в о д н и к а х . Явление оптической бистабильности (ОБ) опре-
деляется совокупностью статических и динамических процессов в нелиней-
ных системах с обратной связью (ОС). ОБ система может иметь два устой-
чивых состояния для выходного сигнала при одном значении входного1.
ОБ представляет интерес как с
практической точки зрения для
создания безынерционных оптиче-
ских транзисторов, переключате-
лей, элементов памяти и других
оптоэлектронных устройств 3, так
и для изучения нелинейных опти-
ческих процессов, определяющих
бистабильное поведение систем: ОС
позволяет зарегистрировать нели-
нейный процесс при относительно
малых уровнях возбуждения. Наи-
более перспективным материалом
для ОБ устройств можно считать
полупроводники, имеющие боль-
шие значения нелинейных воспри-
имчивостей.

Обычно ОБ элемент представ-
ляет собой резонатор Фабри —
Перо, заполненный нелинейной
средой. Под действием светового
потока изменяется коэффициент
преломления вещества и соответ-
ственно длина оптического пути
резонатора. Пропускание резонатора становится нелинейным (рис. 1) —•
возникают области дифференциального усиления, ограничения, гистерезис 3 .

Рассмотрим только собственную *) ОБ в пассивных полупроводниковых
системах, в которых нелинейность усилена резонансными процессами. За
счет кулоновского взаимодействия между электронами и дырками в полу-
проводнике возникают одно- и двухфотонные резонансы, связанные с обра-
зованием экситонов и экситонных молекул.

1. ОБ при экситонном резонансе обнаружена в резонаторах Фабри —
Перо из GaAs4 и GaSe3*5 в случае, когда длина волны возбуждающего излу-
чения отстроена от пика линии экситонного поглощения к > кех; к — кех ~
~ Ак, где Ак — полуширина линии. При этом происходит «насыщение»
экситонного перехода, связанное с процессами неупругого экситон-экситон-
ного и экситон-электронного рассеяния, с экранированием экситонов, с пе-
реходом Мотта х>в. Меняется поляризуемость, связанная с экситонным ре-
зонансом. С ростом уровня возбуждения в области к > кех уменьшается
коэффициент преломления. Значительная нелинейность, связанная с экси-
тонным переходом, и бистабильное поведение эталонов, работающих при
комнатной (!) температуре, зарегистрированы в сверхрешетке в системе

Рис. 1. Дисперсия зависимости интенсивности
излучения на выходе из резонатора GaSe
(12 мкм) от интенсивности излучения, па-

дающего на кристалл 3 .
1 — область прозрачности, 2 — экситонного резо-

нанса, з — мешзонных переходов

*) ОС создается за счет зеркал резонатора или самого нелинейногопроцесса, а не
с помощью внешнего электронного устройства. Последний способ называется гибридным.




